
29

Лазерная физика
Laser Physics

Матрицы лазерных диодов расположены в ряд вдоль оси лазерного кристалла таким образом, что их 
быстрая ось перпендикулярна оси кристалла.

Наибольшая эффективность накачки наблюдается для длин волн излучения матриц лазерных диодов, 
соответствующих наибольшему значению эффективного коэффициента поглощения излучения накачки 
в лазерном кристалле k
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e – экспонента; k �� � – коэффициент поглощения из лучения накачки для длины волны λ; d0 = 5 мм – 
расчетная длина пути внутри лазерного кристалла; σ LDA = 2,12 нм – среднеквадратичное отклонение 
распределения Гаусса для линии с шириной спектра на полувысоте 5 нм.

С использованием программного обеспечения OpticStudio методом трассировки лучей проведено 
численное моделирование профиля поглощения в сечении, перпендикулярном оси лазерного кристалла, 
для различных длин волн излучения накачки (рис. 2).

Для эффективной накачки лазерного кристалла подходит источник накачки с длиной волны излуче-
ния 806–809 нм. Профили поглощения излучения накачки в сечении, перпендикулярном оси лазерного 
кристалла, имеют несимметричное относительно центра распределение (рис. 3). 

Рис. 2. Зависимость параметров системы накачки от длины волны:  
1 – расчетная зависимость эффективности накачки цилиндрического кристалла Nd : YAG  

от центральной длины волны для диодного источника накачки с шириной спектра излучения  
на полувысоте 5 нм; 2 – зависимость коэффициента поглощения кристалла Nd : YAG  

с концентрацией ионов Nd3+ 1,0 ат. % от длины волны (взята из работы [17]);  
3 – расчетная зависимость эффективного коэффициента поглощения кристалла Nd : YAG  

с концентрацией ионов Nd3+ 1,0 ат. % от центральной длины волны  
для диодного источника накачки с шириной спектра излучения на полувысоте 5 нм

Fig. 2. Dependence of pumping system parameters on wavelength:  
1 – calculated dependence of Nd : YAG rod pump efficiency on central wavelength  

for diode pump source with emission spectrum full width at half maximum (FWHM) of 5 nm;  
2 – dependence of Nd : YAG rod absorption coefficient on wavelength for Nd3+ ions  

concentration of 1.0 at. % (taken from work [17]); 3 – calculated dependence of Nd : YAG rod  
effective absorption coefficient on central wavelength for Nd3+ ions concentration of 1.0 at. %  

and diode pump source with emission spectrum FWHM of 5 nm


